
即使原子借錢也有 1 ，000 至 3 ， 000 兆周的寬度， )(t于由空汽勻机械頭功昕造成的、在送小寬

度內的較小的頻率偏移亦很准釗正迂末。

使用一光頻惜振腔可以表得好得多的短期韓、定度，其寬度仗方 10 至 100 兆周。但腔的峰

值頻率特逐日逐周地緩慢漂移。

美因只耳屯活安瞪室，研制出在一科屯路中綜合了惜振腔和原子頻率棕准兩者的忱祟，

技得了倪越的結果。每對激光頻率偏高腔的惜振頻率肘就出現“漢差"制寺，而特激光器的頻

率鎖定在光頻腔的頻率上。

采用另一具有更慢這特速度的屯路侍腔的中心頻率鎖定在原子借錢上。激光束的一部

分以原于惜我盤頻器監控，由此我得“誤差"ì孔寺，其幅度勻板性取決于腔勾原于借錢間的頻

差。〉恃誤差況主子加在庄屯換能器上重新洞i皆腔的頻率。

原載 Nezv Scientist , 1966 , 29 , N.479 , 154 (屠世谷洋)

用惰性液体封閉減少生長草晶的困准

不列顛皇家雷迷公司的研究人員想出一神方法，可以使神化據和神化掘的生長几乎和緒

的生長一祥容易。他們的想法是特晶体融熔物用惰性液体包裹起來。

三盟將達科方法用到 GaAs 和 InAs 肘，在大抉半辱体生長上遇到了困准。在神化物的熔

成址(在 l ，2400C 和 l ，2500C 之間) ，神化物Jf，.熔融体分高出去。克了制止神化物損失，生長晶

体的容器必須密封。 也必須維持加熱到 5500C 和 6000C 之悶，使里面神化物的蒸汽庄力等于

分解庄力。 在遠耕情況下，神化物停留在熔融扶惑，但晶体必須用磁缺或灌注器拉制。

該公司的技朮是在熔敵体表面用 1 塵米厚的熔融三氧化二瑚薄屋密封。采用三氧化二棚

作液体封閉，是因方其密度小于 GaAs 或 InAs 的密度，因此浮在半旱体熔融体上。它是惰

性的、透明的，又使易于捍友的神化物准以穿透。外加封閉后， GaAs 和 InAs 晶体不依賴磁

控制器或灌注拉制器，而特容器維持在室溫的內持中，Jf，.熔融物拉制。晶体在三氧化二棚后

必 和熔融物的界面上生長2 因方包里屋是透明的，操作者可以視察晶科的生長。豈生長的晶体

通泣包里屋拉制肘，氧化物薄膜遺留在晶体上，防止神化物損失。

美園的几小半早体制造者已用液体包里的方法斌瞌拉制 GaAs 和 InAs 晶体，但是直到

現在，運沒有一家可用于商品生戶。然而，皇家雷速公司的研究者仍特派体包里法用于一般

机城上拉制緒草晶，并披辱他們已銓拉出直徑 15 毫米、長 3 吋的 GaAs 晶体。此外，他們注

期待包里技朮特使含有摔度性成分的化合物的區域提姐更加容易。

美于所生長的草晶的純度，改公司說，設有由包里液体戶生的可橙查出的京廣痕迎。

原載 Eleclr01穹的， 1966 , 39，給12 ， 258 (周碧秀坪，肖 i告延校)
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